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【はじめに】我々はこれまで，積層メタル技術による Au錘を用いたMEMS（microelectromechanical 

systems）加速度検出デバイス[1]や，静電容量の時間ドメインセンシング[2]により，小型・高分解

能な MEMS 加速度センサの検討を行ってきた。また，回路設計ツールを用いた統合設計により，

MEMS と回路の挙動を同時に解析する手法を報告している[3]。本研究では，CMOS-MEMS 加速

度センサの設計を目的として，統合設計モジュールのための時間ドメイン容量検出回路モジュー

ルを検討したので報告する。 

【統合設計モジュールの構成】CMOS-MEMS構造の断面図を Fig. 1に示す。提案する時間ドメイ

ン容量検出回路モジュールと MEMS 加速度検出デバイスの等価回路[3]を組み合わせた統合設計

モジュールを Fig. 2 に示す。時間ドメイン容量検出回路モジュールは、静電容量変化ΔCを発振

周期変化ΔT に変換する機能を有する。すなわち、MEMS デバイスの静電容量変化を，時間ドメ

イン容量検出回路の発振周波数に変化することで，印加加速度検出を可能としている。時間ドメ

イン容量検出回路モジュールに設けた Vb ,Vdの端子をMEMS等価回路の Vb ,Vd端子に接続するこ

とで，MEMSと回路の挙動を同時に解析可能である。今回は，印加加速度に対する発振周期の変

化をシミュレーションで確認した。 

【結論】検討した統合設計モジュールのシミュレーション動作確認より、MEMS加速度センサと

時間ドメイン容量検出回路からなる CMOS-MEMS加速度センサの統合設計を可能とした。 
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Fig. 2. Multi-Physics Simulation Module. 

 

Fig. 1. Cross Section of CMOS-MEMS 

Accelerometer 
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